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Найбільш перспективним та інтенсивно прогресуючим засобом підвищення експлуатаційних характеристик робочих поверхонь виробів є формування на конструкційних матеріалах зносостійких іонно-плазмових покриттів – багатокомпонентних систем, які складаються з нітридів, легованих сполуками на основі тугоплавких металів. Ці покриття демонструють у певних випадках унікальне поєднання фізико-механічних властивостей: високу твердість, зносостійкість, окислювальну стійкість і, одночасно, високий коефіцієнт пружного відновлення та низький коефіцієнт тертя. Серед існуючих технологій отримання таких покриттів [1-3] для нанесення потрібної многокомпонетної системи було обрано метод магнетронного розпилення [1], який повністю відповідає умовам отримання необхідного покриття [4].  
Метою даного дослідження є отримання та вивчення морфології поверхні, а також фізико-механічних властивостей покриттів на основі багатокомпонентних систем.
У даній роботі за допомогою методу магнетронного розпилення [1] було виконано осадження багатокомпонентних систем, що складаються з нітридів, легованих сполуками тугоплавких металів, а саме AlN-TiB2-TiSi2 і AlN-TiSi2, на зразки з нержавіючої сталі та кремнію. За допомогою растрового електронно-скануючого мікроскопу зняли топографію поверхні та провели дослідження рельєфу зразків. Методом рентгенодифракційного аналізу виявили  вміст та атомну концентрацію елементів у покриттях. Для системи AlN-TiB2-TiSi2 визначили механічні властивості методом наноіндентування [5], а AlN-TiSi2-систему відпалювали у печі з інертним середовищем аргону при температурах 900 та 1350 (C. 
Дослідження зразків показали, що покриття є щільними без вмісту крапельної фази, система AlN-TiB2-TiSi2 має аморфоподібну структуру, твердість Н = 15,3 ГПа  та модуль пружності Е = 206 ГПа. Відпал покриттів AlN-TiSi2 починаючи з температури 900 (C призводить до зміни топографії поверхні, при цьому відбувається зміна елементного складу в порівнянні з вихідним станом, результати надані у таблиці 1.







Таблиця 1

Елементний склад покриттів AlN-TiSi2 до і після відпалу

	Елемент, % ат.
	N
	O2
	Al
	Si
	Ar
	Ti

	вихідний
	22,29
	5,60
	40,34
	7,73
	2,95
	20,00

	AlN-TiSi2
(900( С)
	23,25
	16.96
	4,67
	53,27
	0,29
	1,57

	AlN-TiSi2
(1350( С)
	22,17
	19,71
	4,53
	51,60
	0,10
	1,90
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